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磁気抵抗 RAM というのは、強磁性トンネル結合（TMR 素子）における磁化の平行
反平行配列を 0, 1 のビットに対応させる物であり、高密度、低消費電力、高速動作が
期待される記憶素子である。その書き込み方式には、電流磁場方式とスピン注入磁化
反転あるが、電流磁場方式は微細化する際に消費電力を小さくするのには不向きで
ある。磁場を用いずに磁化の向きの 2 状態を変化させることが出来れば、微細化する
際に消費電力を小さくすることに有利である。現状では 106A/cm2（2007 年）程度の電
流密度で MTJ（磁気トンネル接合）の磁化反転が実現されているが、更なる電流密度
の低下が実現されれば、その波及効果は計り知れない。このように、電流を印加するこ
とで磁気構造が変化する物質は、スピントロニクス等に応用できる事から非常に興味
が持たれる。さらに、この物質の研究に、放射光を用いたX線磁気回折を用いることは
有意義である。電流誘起磁気構造変化を起こすためには大電流密度が必要であるた
め、数mmから数 cmの大きさの試料を必要する中性子回折に比べて、小さな結晶か
ら磁気構造を決定する事ができる放射光を用いた X 線磁気回折の方が有利だからで
ある。これまでに研究室で行われた先行研究により、反強磁性金属 CrB2 が実用材料
よりも 1桁以上小さな電流密度で磁気構造変化を起こす事が分かったが、その詳細に
ついては不明なままであった。我々は、SPring-8 の高輝度放射光を用いて CrB2 の
電流誘起磁気構造変化をスピン配向のレベルで明らかにし、電流磁気効果の解明に
役立つ知見を得る事を目的とした。 
放射光はSPring-8のBL19XULを用い、試料は青山学院大学秋光研・高阪勇輔
氏より提供より提供された2.5×1×0.4mm3のCrB2単結晶試料(電流印加方向〈1,1,0〉)
を用いて行った。試料を 10K 程度に冷却して磁気回折を測定し、この試料に 10A（電
流密度 2500A/cm2）の大電流を流した後で、再度同じ場所の磁気回折を測定した。 
この結果、CrB2 で確かに電流誘起磁気構造変化が起こることを確認した。さらに、
CrB2は六方晶の結晶で c面内に等価な三つの方向を持つが、この三方向のうちの一
つに電流を流すと、その方向に偏重していた磁気構造ドメインの体積分率が減少し、
代わりに別の方向に磁気構造ドメインが現れる可能性が高いことが明らかとなった。最
後に、この現象を、電流を流す方向を含む面が強磁性配向を好むと考えて説明を試
みた。 
